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_relmente la capa de enmascaramiento y la capa catddica

La invencidn se refiere e un método pere proe
veer una conexién eléctrica sobre la superficie de un
dispositivo electrdnico, sn particular un circuito intew
grado de cristal semiconductor, la supserficie del cusl

puede estar parcialmente formada por une capa aislante

que consiste de didxido de silicio de un vidrioc, que K

consiste por ejemplo, de didxido de silicio y éxido de
bora, (8293), siendo cubierte la superficie primero con
una capa metdlica, de ahore en adelante denominada la
capa catddica, y luego com una caps de enmascaramiento

que comprende une ventana, después de lo cual, en el

drsa de dicha ventana es formade una conexidn depositan-

do metal en estado de vapor sobre la capa catddica, Gene

son, subsecuentemente, 2l menos parcialmente retiradas,.
Es claroc que la invencidén taembién comprende sl caso en
que la capa de enmascaramiento comprende mds de una
ventana y sn que es formada una pYuralidad de CQnexiones.
Tales conexiones constituyen protuberancias sobre la sua
perficie del dispositivo electrdnico que pueden servir
para asegurar all{ conductores externos, Debe entenderse
aqu{ comp conductores externos aquellos conductores gue
no estdn ubicados en o sobre el dispositive electrdnico
mismo@

Los conductores, si los hay, que estén ubicados
inmediatamente sobrs la superficie o incluso debajo de
dicha'superficie, son denominados conductores internos.

La deposicién del metel en las ventanas de
la capa de enmascaramiento es llevada a cabo de acusrdo 3

un método conocido por electrodeposicidn con un campo
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eldctrico externo, la capa subyacents de metal siendo
conectada como el cdtodo, Aunque por esta rezén la capa
es denominada aqui la capa catddica, no se intents ex-
cluir la deposicidn de metal sin el uso de un campo elée-
trico, particularmente de acuerdo al método llamsdo "elec
- troless", ' E

Con el objeto de consctar las conexiones eléc-
tricas a conductores externos, seris preferible assgurar-
los all{ por soldadura, y en ess caso es deseable cubri-'
los previamente con una capa de metal que constituye por
i misme una soldadura o es fécilmente mo jada por una
scldadura.

Es prdctica normall estaffar previaments tales
partes a ser scldadas pero en el caso presente las co-
nexionés son usualmente tan pequafas que un estaMado se~
parado de ellas no es fdcilmente posible, En este caso es
posible también el estafado por inmersidn en un bafo de
metal fundido en una menera que es comunmente usada en
circuitps impresos, pero requiere una médscara para apan-.
tallar los componentss que no tienen que ser cubiertos
con el metal fundido, Capas dq enmaécaramiento fotosensi-
bles, las cuales son usadas a menddo en la fabricacidn de
dispositivos electrdnicos, no son adecuadas para este
propdsito ys que no son resistentes a la temperatura de
los metales fundidos,.

Uno de los objetos de la invencidn es proveer
un método simple de proveer en el estado de fusidn, una
capa delgada de metal sobre las conexiones sin que exista

el peligro de que este metal se adhiera a otros componen-

tes,.
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.nexidn es sumergida en soldadura fundida como resultade

‘de lo cual dicha soldadura moja la conexidn pero no moja

1{cula de dxido formada de dicho metal’.

Vvv\'\.'s-.m\v -vvv

De acuerdo con la invencidn es useds una capa

catodica, cuya superficie libre, la cual no es cubierta
por une conexién, consiste de un metal al cual la sclda-

dura fundida no se adhiere, y la capa cetddica con la co=

la cepe catddica hasta donde dicha capa consiste de metal]
el cual la soldadura no se adhiers, La expresidn "esta
suﬁsr?icie que consiste de metal", debe comprenderse que |

no excluye la presencia sobrs esta superficis de una pe.

Preferiblemente, es elegido justamente un metal,f

que, sspontdneamente es cubierto en 8l airs con tal pelf.

culs de Sxido'.

Muy adecuado para este propdsito es el aluminio,}

sobre el cual es muy rdpidamente Pormada una pelicula de

dxido y al cuael sl metal fundido absolutaments no ses adhip

re, Otra ventaja del uso de aluminio para sste propdsito
es que la provisidn de la capa puede ser llevada a cabo
con aparatos que, usualmente, ya estdn presentes pefque.
loeg contactos en muchos dispositivos electrénicos.semi-
conductores consisten de aluminiold

Con el objeto de que la invencidn puede ser lied
vada a efecto facilmente, un ejemplo de la misma serd
descripto con mayor detalle, con referencia al dibujo
adjunto’y les figuras dsl cual muestran asquamé@icamente
une vista de la seccidn trensversal, en una escala fusrw
temente aumentada, de un dicdo en varias etapas de fabriu
cacidn, C '

£l producto inicial en este ejemplo es una

-4
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otilea 1, de silicio tipo N sobre la cual es provista una
capa de dxido 2 de la manera normal y en la cual es for-
mada una ventana 3, véase la figura 1, Por medio de cualg

guiera de los tratemientos de difusidn comunmente usados,

una regidm 4 de la oblea de silicio ubicada debajo de di<

.cha ventana, es convertida en el tipo P. Una nuyeva pelf—S'

cula de éxido 5 puede formarse en 12 ventana y la pelicu4
la existents puede ser fortificade, Si este no es el ca- |
so, diche pelfcule de dxido es provista en un tratamientg
separado, después del cual, por medio de enmarcaramiento
y mordicacidn, son provistas 2alli dos ventanas 6 y 7
(véase figura 2), Estas ventas dan acceso 2 la regidn
4 que consiste de silicio tipo P y al material original
de tipo N,

Luego se deposita desde el asstado de vapor y
sobre toda la superficie, una capa de plata 8, de 1 mi-
erdn de espesor, sobre la cual, del mismo modo, per de-
posicidn de vspor, se provee: una capa de aluminio 9, de
5000 3 de espesor’, Esta capa es cubierta con una capa
de anmascaramiento fotcsensiﬁﬂe 10 en la cual son pro-_
vistas fotogrdficamente en la mansra normal, dos abertu-
ras 1l y 12 en el drea de las ventanas originales 6 y 7%
£l conjunto es luego transferido a un bafic mordicante qu%
coﬁsiste de 3 voldimenss de dcido nitrico coneentradm
(HND,), 1 vol. de dcido ?osfﬁricov(Hsnﬂzg y 200 vol. de
agua e 259C, hasta que el aluminio libre en las aberturag
1L y 12 es disuslto’s |

E)l conjunto es luego transflerido a un bafio de
electrodeposicidén 15 y la oblea de silicio 1 es conecta-
da al terminal negatiwo de la batan{a 16 mientras que de-

bajo de la oblea es dispuesto un dnodo de cobre 17. En
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 bre (CuSO#) en un litro de agua a la cual se afiade: S0 mgs

este caso la corriente de electrodeposicidn de la oblea
‘1 on el érea de la ebertura 12 puede fluir directamentse
hecia la caps 8 que sirve como citodo’, En otras configu- .

raciones el terminal -negativd de la bater{es puede ser co=

gus en ls figura 4'no son mostrados los apantallamientos
normales alrededor de los conductores que son sumergidoa‘
en el baffe 15 teniendo tales apantallamientos que servir |
para evitar la deposicidn del metal an lugares indeseados
o pare impedir la corrosién, En este caso el bafio pueds

consistir de una solucidn de 200 gms, de sulfato de co-

de dcido sulfdrico concentrado (H2§04); A una temperatura
de 452C y-una tensidn de 1/5 de voltio, son depositadas
sn 8l bafg dos conexiones de cobre 20 y 21, de aproximada;
mente 10 micrones de altura,.

Luegn la capa de enmarcaramiento es retirada,

ta superficie de la oblea estd ahora entera-
mente cubierta con la capa de aluminic 9, excepto en Yos
lugares donde estdn situadas las conexiones 20 y 21, Su=
mergiendo en soldadura fundida que ponsiste, por ejemplo
de 60% en pesoc de estafio y 40% en peso de plomo, a 3009C,,
las conexiones son cubiertas con las capas de soldadura
22 y 23, mientras que'el aluminio no es mo jado',

’ Las partes remanentes de la capa de aluminio

9 sonm luego retirsdas con sl agente de mordicacion, des-
cripto arriba, que consiste de 3 vol, de dcide nitrico
concentrado (HNDS), 1 vol, do écido fosfdrico (H3904) y

2L vol de agua, a 259C, mientras gque las partes en exceso

- G} .

nectado, si es requerido, directamente a2 la capa de plataf

8, por ejemple, en o cerca del borde de la oblea, Se noté'

h
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de la czpa de plata 8 son disueltas en un bafio que consisp

te de 1 vol, de dcido clorhidrico concentrade (HCl), 1 vois

de dcido nitrico concentrado (HNOa) y 100 vol, de agua,
a 300C. )

Otro método de retirar la plata es lavando ot

por medio de un chorro potente de agua previo enmascara- .

miento, y aprovechando la pobre adhesidn de la plata a L |

capa de dxidoe 5, E1 resultado final es mostrado en la

*
.
.
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figura 6,

La presente solicitud, que corresponde a la pre-;

sentada en Holanda el 25 de Enero de 1967 bajo el ndmero |

67.01136, se acoge a los beneficios del drt{culo 51 del §

»

vigente Estatuto sobrs Propiedad Industrialy;

Los puntos de invencidn propie y nueva, que se
presentan pera que sean objeto de esta splicitud de Pae
tents de Invencidn en Espafia,, por VEINTE afios, somr los
siguientes: ' “

1.~ Un método de proporcionar une conexidn

R

eléctrica sobre una superficie de un dispositivo eléctrds
nieco, en particular un circuito integrado de cristal
semiconductor, en el cual la superficie es cubierta con
una capa catddica y luego con una capa de enmaescaramien-
to que comprende una ventana, después de lo cual es for-

mada una conexidn en el drea de la ventana por depdsite
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de vapor de metal en la capa catddica, caracterizado
porque se usa una capa catédica cuya superficie libre
que no s cubierta por una conexidn, consiste: al me-
nos parcialmente, de un metal al cual la scldadura fun-
dida no se adhiere, y la capa catiddica con la conexidm
8s sumergida en soldadura fundida, comc resultado de

lo cual dicha soldadura moje la conexidn pero no moyja
la capa catddica hasta donde dicha capa consiste de
metal al cual la soldadura no se adhiers.

. %= Un método de acuerdo con la reivindicacidn
1, caracterizado porque el metal al cual la soldadura
fundida no se adhiers, es un metal que en sl aire, es
espontédneamente cubierto con una pelfcula de dxido'l

3.~ Un método de acuerds con la reivindicacidén
2, caracterizado porque dicho metal es aluminio.

4,= Un método ds proporcionar una conexidn
eléctrice sobre una superficie de un dispositivo eléc-
tronica’

Tal y como se ha descrito en la fMemoria que
antacede, representado en los dibujos que se acompafian

y con los fines que se han especificado..

Esta Memoria consta de ocho hojas escritas a

B o FEB. €8

miquina por una sdla cara',
' Madrid,
P. A
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